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はじめに： パワーMOSFET、IGBTといったパワーデバイスの冷却について、山口らはデバイスを流れ

る電流によるペルチェ効果を利用してデバイス自身を冷却する手法を提案し(右図)、このデバイスを”
自己冷却型デバイス”と名付けた1。このデバイスでは高い熱伝導率をもつ熱電材料が適しており、従来

の熱電性能指数Zとは異なる性能評価が必要である。本研究では、高い熱伝導率のために熱電材料として

は実用化にいたっていない炭化ケイ素(SiC)の、新材料としての性能を評価し、自己冷却型デバイスの可

能性を議論する。 
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実 験：室温から 400K における SiC 単結晶(4H 構造、窒素添加 n型半導体)のゼーベック係数、電気抵

抗率および熱伝導率を測定した。 

図 自己冷却型の縦型ＭＯＳＦＥＴ 

結 果：熱伝導率は銅より高い値が、400K 付近でのゼーベック係数は-600μV/K が得られた。これは n型半導体部の抵抗を低く抑えることで、ド

レイン電極に銅を用いた従来のデバイスよりも Si 半導体部を効率よく冷却できる可能性を示している。 
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